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OEM:Valvo Diode AAZ12 Datasheet

NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN
AAZ 12

GERMANIUM - FLACHENDIODE

fiir Schalteranwendungen

Mechanische Daten:

Gehiuse : Allglas
Farbpunkt: Katodenseite

Malangaben in mm.

e max 15 rman. 37
m, =Ii=

maxl5 rcht verzinnt

Kurzdaten:

Sperrapannung Ug = WAX. a0 v

Durchlabstrom, Mittelwert (bei &y = 23 °C) Ip gy = max. 220 md

DurchlaBstrom, Scheitelwert (hei 3, = 25 °C) Tp y = max, 1 A

Durchlafapannung bei Tp = 10 md, 3 = 25 e “F = 0,23 V¥

HSperratrom hei [H = A0 ¥, &r = 25 Op 1H i G0 pA

Kleinsignalkapazitiit bei L'H =3 Vv C - 7,4 pF

Sperrverzugs ladung

beim Umschalten von [F = 10 mA auf ['H_ = 10V QH = 150 pAn
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AAZ '|2 NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN

Avealuty Urrnzeefir bei By = 23 °C  bei 8y =_60_°C
Sperrspannung: 'I;,'R = max, a0 30 v
Durchlafstrom, Mittelwert: Ip a4y = max, 220 100 ma 1)
Durchlafstrom, Scheitelwert: Ip u = max. 1,0 o5 A
therlastungs-Stromatol: iF atgh = WAX. 4,0 2.0 A 3}
Gperraschichttemperatur: EIJ = mAX. T56 o
Lagerungstemperatur: g = min. =05 '
g = max. 15 ¢

Wirmewiderstand:
Wirmewiderstand zwischen Sperrschicht und Umgebung: Ryp p= 0,4 grd;/ mW
Statische Eemnwerte: {hei 31; = 25 n[.'. sofern micht anders angegeben)
Durchlalspannung bei Ip = 0,3 mA: Up a 0,19 v %)

bei Ip = 30 mA: vp & 0,33 v *)

bei Ip = 100 mA: Up & 0,42 v *)

bei Iy = 1 A, 85 = 25 °C: Up = 0,7 Vv
Sperratrom bei Up = 1,5 V: Ig 5 B pA *)

bei Up = 10 V: g = 10 pA *)

bei Up = 80 V: 1, & 80 A *)
]] Intﬁgl‘ulinimtrlt tn\-‘ = max, 5 ms
:I’]' bei t = 0,1 ma
*) AQL = 0,65 %
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NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN

Dyvnamische Kennwerte: {(bei &u = 25 °C)

Kleinsignalkapazitit
bei Up = 4 V: C=7T,3 (=12) pF
hei I'.E. = 0: C = 27 pF

Sperrverzugaladung '} bai ]F = 10 mA
Qg = 150 (= 200) pAs,

gemessen bei einer Abfallzeit fiir I

von 4 10 mm, U, = 10 ¥V, Ry = 1 ki,

[

Rekombinationszeit E}

trae = 50 (% 120) ns

Beim Einschalten auf ]F = 400 mA ist
Up gy = 0,8 (= 2,0) v,

gemessen bei einer Anstiegazeit Tlr

Ig von 40 na,

Vorwlirts-Erholzeit
tie = 60 an,
gemessen beim Einachalten auf
Ip = 400 mA mit einer Anstiegazeit
fiir Ip von 40 ns.

1} In der angegebenen MeBachaltung flielBt whhrend des Impulses der Strom I

AAZ 12

Dy: zu messende Diode

Da: Diode mit niedriger Sperrverzugs-
ladung (z.B. susgesuchte AAZ 13)

Dy: Dicede mit niedriger DurchlaB-
spannung (z.B. OA JT}

Ir:|

F

lher D:, DE und By, Die Grile von IF wird durch Spannungesmessung an den
Anschlissen I=1 ermittelt. In der Impulspause bewirkem die in der Diode
by gespeicherten Ladungstrfiger einen StromfluB ven Masse flber O, Dy, Dy,
Ry mach -U;, wedurch © aufgeladen wird. Da die Dauer dieses Stromflusscs
klein gegenilber THE ist, lEQt mich die Sperrverzugsladung aus der Glei=
chung § = “‘E:E " berechnen., Hierim iat Fzz M der Scheitelwert der in

der Impulspause an den Anschlissen

2=2 aufiretenden Spannung.

:} Die Rekombinationszeit ist die Zeit, mach der hei 'Uﬂ = 0 die ge=

"

spericherte Ladung auf IU 'E abgesunken lnt.

Die Messung erfolgt wie unter 1),
nung -Up. Diejenige Verzigerungazeit,

jedoch mit verzigert angelegter Span-

die notwendig ist, am flr den

Gcheitelwert Uaa y das 0 1-fache der unter 1) gemessenen Spannung zu er-
halten, ist dann gleich der Rekombinationszeit,
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